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B o î t i e r  p o u r  b o r n i e r  à  v i s  
5 1  x  5 1  x  1 7  m m  

Ré fé rence  :  2  MAT  /  S IX  

De mise en œuvre facile, cette double mémoire analo gique enregistre 
la valeur d'un s ignal  analogique "Ve", quelconque,  variant  de 
– 10V à + 10V. Une fonction annexe incorporée, à de ux  commandes 
externes, minore la tension d'entrée "Ve" de la val eur mémorisée  "Vm", 
de manière que la tension de sortie "Vs" = Ve –  Vm, selon les 
séquences décr i tes dans le  schéma de pr incipe c i -de ssus.  
 
  Ent rée .  
 

 •   quelconque de –  10V à +  10V 
 

 

•   impédance >  20KΩ  
 

  Mémorisat ion .  
 

 •   quelconque de –  10V à +  10V 
 

•   préc is ion  :  mei l leure  que 10 - 3  

 

•   temps de réponse <  0,25mS / V (25 micro S en option)  

 

•   durée : conserve > 99% de sa valeur initiale après 10 min 
 

  Sor t ie .  
 

 •   quelconque de –  10V à +  10V 
 

•    p réc is ion  :  mei l leure  que 10 - 3  
 

•   couran t  de so r t i e  :  j usqu 'à   ±±±± 20mA 
 

•   temps de réponse : <  0,5 microS / volt 
 

  Al imentat ion .   ±±±±  15V / 10mA + le courant dans la charge 
 
  Pro tect ions .  
 

 •   tension accidentel le sur  l 'entrée :  ±±±± 20V 
 

•   surcharges e t  cour t -  c i rcu i t  en  sor t ie  
 

•   vibrations et tropicalisation par moulage  
 

•   é t a n c h é i t é  I P 6 7  h o r s  c o n n e x i o n s  
 

•   é l é v a t i o n  t h e r m i q u e  n é g l i g e a b l e  
 

•   Compat ib i l i té  é lec t rom agnét ique CEM 89 / 336 CE 
 

  Tempéra tures .  
 

 •   coef f i c ien t  <  2.  10 - 4  
 

•   fonctionnement : –  20°C à +  60°C 
 

•   stockage :  –  40°C à +  90°C 
 

  Présentat ions .   : voir boîtier ci-contre avec borniers à vis pour fils ≤≤≤≤ 2mm2 

  
 

  Sur  demande .    au t res  p résenta t ions,  temps de réponse,  
         o rgan isat ion ,  t ens ions e t  couran ts…  
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  r é f .  :  2  M A T  /  S I X  

  n° 

 

M E M O I R E S  
ANALOGIQUES  
Tarage  Pesée  

 

                                                     

 
memoris  
0  à       1 0 V  
Tr : 0,25ms/V  

Ma Mb 

TMe zéro  

transfert  
durée        99% 

après 10min 

Ma Mb 

TMe TMc 

041001 

Vs 

 
 

Schéma de principe  
pour chaque voie  

TMc 

tension d'entrée "Ve"  
0  à  ±±±±  1 0V  

9 

+15V 

Ve 

7 

- 15V 

8 

zéro  

tension mémorisée "Vm"  
0  à  ±±±±  1 0V  

Adaptation 

Mémorisation de Ve 
T réponse : 0,25 mS/V  

Ma Mb 
TMe s o r t i e  " V s "  

Vs = Ve – V mémo  
durée V mémo : 

> 99% après  10 min  

�  Mémorisation de "Ve" :   Mb   et   Ma   reliés ; Vs  = Ve si  TMe   relié à zéro 

� Transfert de mémorisation en reliant  TMc  et  TMe 
 

Vs = Ve – Vm = 0   tant que   Mb   et   Ma   sont r éunis 
 

Vs = Ve évolutive – Vm  si   Mb   et   Ma   sont dé connectés 

 

Vue de dessus 
 

(Échel le  :  1 ) 

 

Fixation : 2 M3 sur la face opposée 
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